
ES
 2

 7
35

 7
51

 T
3

11 2 735 751

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

19

Número de publicación:

51 Int. CI.:

G11C 16/10 (2006.01)

B41J 2/175 (2006.01)

H03M 11/24 (2006.01)

12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: 25.11.2015 PCT/CN2015/095536

87 Fecha y número de publicación internacional: 02.06.2016 WO16082760

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: 25.11.2015 E 15863566 (4)
97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: 24.04.2019 EP 3109864

Circuito de conmutación de resistor, circuito de almacenamiento, y chip consumible Título:54

30 Prioridad:

28.11.2014 CN 201410715520
10.06.2015 CN 201510317377

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
20.12.2019

73 Titular/es:

APEX MICROELECTRONICS CO., LTD (100.0%)
7B, Building 04, No.63, Mingzhubei Road,
Qianshan
Zhuhai, Guangdong 519075, CN

72 Inventor/es:

SUN, WANLI

74 Agente/Representante:

ARIAS SANZ, Juan

Aviso:En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).



2

DESCRIPCIÓN

Circuito de conmutación de resistor, circuito de almacenamiento, y chip consumible

Campo5

La presente divulgación se refiere al campo de tecnología de impresión y formación de imágenes, y
particularmente a un chip comprendido en un cartucho consumible para contener materiales de coloración. 

Antecedentes10

Se ha diversificado un dispositivo de impresión y formación de imágenes. El dispositivo de impresión y formación 
de imágenes usado ampliamente en la actualidad incluye una impresora de chorro de tinta, una impresora láser, 
una impresora LED, una impresora de agujas, una impresora térmica, etcétera. En un procedimiento de 
impresión, el dispositivo de impresión y formación de imágenes consumirá un material de coloración tal como15
tinta o tóner, y el material de coloración se coloca normalmente en un cartucho consumible que va a 
complementarse o reemplazarse de manera conveniente. 

Se proporciona un chip consumible en el cartucho consumible, con el fin de registrar electrónicamente 
información tal como una fuente y uso del cartucho consumible. De este modo, en un caso en el que el material 20
de coloración en el cartucho consumible se gaste, el material de coloración puede complementarse por un 
usuario reemplazando el cartucho consumible. El dispositivo de impresión y formación de imágenes lee la 
información en el chip consumible electrónicamente, para actualizar un estado del dispositivo de impresión y 
formación de imágenes puntual y automáticamente sin introducir manualmente, por un usuario, información del 
cartucho consumible tal como un tipo y una fecha de producción. 25

En un chip consumible existente, normalmente se adopta una EPROM como unidad de memoria. El dispositivo 
de impresión y formación de imágenes puede tener acceso a o reescribir datos en la EPROM introduciendo 
selectivamente una señal de fuente de tensión o una señal de fuente de corriente a una ID de línea de señal. 
Dado que el borrado para la EPROM solo puede realizarse iluminando la EPROM durante 20 minutos con luz 30
ultravioleta o rayos X, y una herramienta de borrado de este tipo no se proporciona, generalmente, en una 
impresora, la impresora solo puede cambiar los datos en el chip consumible de “0” a “1”, o, dicho de otro modo, 
los datos en cada bit del chip consumible solamente pueden reescribirse una vez. Sin embargo, en un 
procedimiento de producción del chip consumible, una vez que el chip consumible se programa, es difícil 
modificar el chip consumible, por ejemplo, modificar un modelo y una fecha de producción del cartucho 35
consumible. Además, un procedimiento de borrado de la EPROM para reciclar el chip consumible requiere 
mucho tiempo, lo que da como resultado una baja eficiencia de reciclado y, por tanto, un coste aumentado. 

Si se adopta una memoria no volátil (por ejemplo, una memoria flash) fácil de reescribirse como la unidad de 
memoria en el chip consumible, si se lee “0” o “1”, se representa por la memoria no volátil emitiendo un nivel alto40
o un nivel bajo en respuesta al acceso del dispositivo de impresión y formación de imágenes. Los datos en el 
nivel alto o el nivel bajo no pueden transmitirse directamente al dispositivo de impresión y formación de imágenes
por medio de la línea de señal. 

El documento US 2005/259123 A1 da a conocer sistemas y métodos para identificar un dispositivo usando un45
circuito de memoria programable que tiene al menos un fusible parcialmente fundido. Un aparato de expulsión de 
fluido incluye un controlador electrónico. El controlador electrónico está configurado para determinar una 
resistencia asociada con un fusible parcialmente fundido en un circuito de memoria programable y para 
determinar un identificador basándose en la resistencia. 

50
El documento US 5 602 925 A da a conocer una ayuda acústica y un circuito integrado que tiene al menos un 
resistor programable para establecer la respuesta de audio de la ayuda acústica. Un bus porta un código de 4 bit
desde una memoria, que es representativa de una palabra de control requerida para activar selectivamente un 
conjunto de conmutadores MOS. Un decodificador recibe el código y lo decodifica en una palabra de comando 
de conmutador de 8 bit apropiada para controlar las puertas de conmutadores FET. Cualquier circuito de 55
decodificación, tal como una ROM, puede usarse para realizar la función de circuito de decodificador. 

Sumario

Con el fin de solucionar los problemas descritos anteriormente, la presente divulgación proporciona un chip 60
comprendido en un cartucho consumible según la reivindicación independiente 1. 

Según una realización de la presente divulgación, el circuito de conmutación de resistor incluye cuatro ramas de 
conmutación de resistencia, con valores de resistencia de resistores en las cuatro ramas de conmutación de 
resistencia que son diferentes entre sí y que aumentan gradualmente desde una primera rama de conmutación 65
de resistencia a una cuarta rama de conmutación de resistencia. 
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Según una realización de la presente divulgación, el decodificador es un decodificador de 2/4. 

Según una realización de la presente divulgación, el decodificador está configurado para: 
5

generar una instrucción de conmutación para conectar el resistor en la primera rama de conmutación de 
resistencia al bucle conductor de la línea de señal, en un caso en el que datos recibidos por el decodificador son 
“00”; 

generar una instrucción de conmutación para conectar el resistor en una segunda rama de conmutación de 10
resistencia al bucle conductor de la línea de señal, en un caso en el que datos recibidos por el decodificador son 
“01”; 

generar una instrucción de conmutación para conectar el resistor en una tercera rama de conmutación de 
resistencia al bucle conductor de la línea de señal, en un caso en el que datos recibidos por el decodificador son 15
“10”; o

generar una instrucción de conmutación para conectar el resistor en la cuarta rama de conmutación de 
resistencia al bucle conductor de la línea de señal, en un caso en el que datos recibidos por el decodificador son 
“11”. 20

Según un ejemplo de la presente divulgación, el conmutador de conmutación puede incluir un transistor. 

Según una realización de la presente divulgación, el circuito de almacenamiento incluye múltiples circuitos de 
conmutación de resistor. 25

Según una realización de la presente divulgación, el módulo de almacenamiento de datos incluye una cualquiera 
de una memoria EERPOM, una memoria ferroeléctrica, una memoria de cambio de fase, una memoria flash, y
una memoria volátil conectada con un suministro de energía. 

30
Según una realización de la presente divulgación, el chip consumible incluye, además, un circuito de generación 
de instrucción de funcionamiento conectado con la línea de señal y configurado para generar una instrucción de 
funcionamiento basándose en una señal transmitida por medio de la línea de señal y emitir la instrucción de 
funcionamiento al circuito de control de lectura/escritura. 

35
El circuito de conmutación de resistor según la presente divulgación es particularmente adecuado para la 
memoria no volátil fácil de reescribirse. Tal memoria no volátil fácil de reescribirse representa si se lee “0” o “1” 
emitiendo un nivel alto o un nivel bajo en respuesta a una instrucción de lectura, y el nivel no puede coincidir con 
el dispositivo de impresión y formación de imágenes, normalmente. El circuito de conmutación de resistor según
la presente divulgación cambia una resistencia en el bucle conductor de la línea de señal basándose en una 40
señal de nivel emitida por la memoria, para cambiar una tensión de la línea de señal. De este modo, el 
dispositivo de impresión y formación de imágenes puede adquirir datos en una dirección correspondiente de la 
memoria detectando la tensión en la línea de señal. El chip consumible que incluye el circuito de conmutación de 
resistor puede modificarse fácilmente y es adecuado para el dispositivo de impresión y formación de imágenes
que accede a los datos del chip consumible a través de una fuente de tensión o una fuente de corriente, 45
facilitando de ese modo el mantenimiento del chip consumible y mejorando la eficiencia de reciclado. 

Otras características y ventajas de la presente divulgación se describirán en la memoria descriptiva posterior, y
se vuelve parcialmente evidente a partir de la memoria descriptiva, o se entenderán al incorporar la presente 
divulgación. El objetivo y otras ventajas de la presente divulgación pueden realizarse y adquirirse a través de una50
estructura expuesta particularmente en la memoria descriptiva, las reivindicaciones y los dibujos. 

Breve descripción de los dibujos

Con el fin de ilustrar claramente la solución técnica en las realizaciones de la presente divulgación o en la 55
tecnología convencional, los dibujos requeridos para la descripción de las realizaciones o la tecnología 
convencional se introducen de manera sencilla a continuación. 

La figura 1 es un diagrama esquemático de una relación de conexión entre un dispositivo de impresión y 
formación de imágenes existente y un chip consumible; 60

La figura 2 es un diagrama estructural esquemático de un chip consumible según una realización de la presente 
divulgación; 

La figura 3 es un diagrama estructural esquemático de un circuito de almacenamiento en un chip consumible 65
existente; y
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La figura 4 es un diagrama estructural esquemático de un circuito de almacenamiento según una realización de
la presente divulgación. 

Descripción detallada de las realizaciones5

Las realizaciones de la presente divulgación se describen en detalle a continuación conjuntamente con los 
dibujos y las realizaciones, para entender e implementar completamente el procedimiento de implementación de
cómo soluciona la presente divulgación el problema técnico por medio de medios técnicos y logra el efecto 
técnico. Ha de entenderse que las realizaciones de la presente divulgación y características de las realizaciones10
de la presente divulgación pueden combinarse entre sí siempre y cuando no se produzcan conflictos, y una 
solución técnica formada de este modo se encuentra dentro del alcance de protección de la presente divulgación. 

Además, múltiples detalles específicos se exponen en la memoria descriptiva para propósitos de explicación, 
para proporcionar un entendimiento completo de las realizaciones de la presente divulgación. Sin embargo, es 15
evidente para los expertos en la técnica que la presente divulgación puede implementarse sin los detalles 
específicos en el presente documento o los modos específicos descritos. 

Algunos de los dispositivos de impresión y formación de imágenes existentes están configurados para leer 
información en un chip consumible o escribir información en el chip consumible por medio de un modo de 20
conexión mostrado en la figura 1. Tal como se muestra en la figura 1, una fuente de corriente 101 y una fuente 
de tensión 102 se proporcionan en el dispositivo de impresión y formación de imágenes. Normalmente, la fuente 
de tensión 102 tiene una tensión de salida de 16V y una corriente de accionamiento mayor de 10 mA; y la fuente 
de corriente 101 tiene una corriente de accionamiento de 1 mA y la amplitud de tensión más alta de 15V. Bajo el
control de un controlador 103, un conmutador de conmutación 104 puede conmutar para emitir una señal de 25
fuente de corriente o una señal de fuente de tensión en una ID de línea de señal. 

La ID de línea de señal se conecta a un chip consumible 105. En un caso en el que el dispositivo de impresión y 
formación de imágenes realiza un funcionamiento de lectura, el dispositivo de impresión y formación de 
imágenes emite la señal de fuente de corriente a la ID de línea de señal, y detecta una tensión en la ID de línea 30
de señal por medio de un ADC 106, para leer datos almacenados en el chip consumible. En un caso en el que el 
dispositivo de impresión y formación de imágenes realiza un funcionamiento de escritura, el dispositivo de 
impresión y formación de imágenes emite la señal de fuente de tensión en la ID de línea de señal, para escribir 
datos que van a escribirse en el chip consumible. 

35
Para solucionar el problema de que el chip consumible existente no puede comunicarse directamente con el 
dispositivo de impresión y formación de imágenes en un caso en el que memoria no volátil (por ejemplo, la 
memoria flash) fácil de reescribirse se adopta como la unidad de memoria, la presente divulgación proporciona 
un nuevo circuito de conmutación de resistor y un circuito de almacenamiento y un chip consumible que incluye 
el circuito de conmutación de resistor. 40

La figura 2 es un diagrama estructural esquemático de un chip consumible según la realización. Tal como se 
muestra en la figura 2, el chip consumible según la realización incluye un circuito de generación de instrucción de 
funcionamiento 201 y un circuito de almacenamiento 202. Específicamente, el circuito de generación de 
instrucción de funcionamiento 201 está configurado para identificar si una señal de fuente de tensión o una señal 45
de fuente de corriente se transmite en una ID de línea de señal, es decir, si una fuente de tensión o una fuente 
de corriente se conecta con la ID de línea de señal en el dispositivo de impresión y formación de imágenes. En 
un caso en el que la señal de fuente de tensión se transmite en la ID de línea de señal, el circuito de generación 
de instrucción de funcionamiento 201 emite una instrucción de escritura WR; o en un caso en el que la señal de 
fuente de corriente se transmite en la ID de línea de señal, el circuito de generación de instrucción de 50
funcionamiento 201 emite una instrucción de lectura RD. 

En la realización, el circuito de generación de instrucción de funcionamiento 201 incluye un terminal de entrada
para recibir una señal transmitida en la ID de línea de señal y dos terminales de salida. Los dos terminales de 
salida incluyen una terminal de salida de instrucción de lectura RD y un terminal de salida de instrucción de 55
escritura WR. Por tanto, el circuito de generación de instrucción de funcionamiento en la realización también se 
denomina circuito de identificación de RD/WR. 

En el chip consumible según la realización, el circuito de almacenamiento 202 incluye un circuito de conmutación 
de resistor 203, un módulo de almacenamiento de datos 204 y un circuito de control de lectura/escritura 205. El 60
circuito de control de lectura/escritura 205 se conecta con el módulo de almacenamiento de datos 204 y el 
circuito de generación de instrucción de funcionamiento 201, y está configurado para realizar un funcionamiento
de lectura/escritura en una dirección correspondiente del módulo de almacenamiento de datos 204 basándose en
datos de dirección que se reciben y una instrucción de funcionamiento que se genera por el circuito de 
generación de instrucción de funcionamiento 201. 65
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Específicamente, en un caso en el que el circuito de generación de instrucción de funcionamiento 201 genera 
una instrucción de escritura, el circuito de control de lectura/escritura 205 escribe datos en el espacio de 
dirección correspondiente del módulo de almacenamiento de datos 204; y en un caso en el que el circuito de 
generación de instrucción de funcionamiento 201 genera una instrucción de lectura, el circuito de control de 
lectura/escritura 205 controla el módulo de almacenamiento de datos 204 para emitir datos almacenados en el 5
espacio de dirección correspondiente al circuito de conmutación de resistor 203. 

En diferentes realizaciones de la presente divulgación, en el módulo de almacenamiento de datos 204, una 
memoria (por ejemplo, una EEPROM, una memoria ferroeléctrica, una memoria de cambio de fase, una memoria
flash y similares) fácil de programarse y borrarse puede adoptarse como la unidad de memoria, o una 10
combinación (por ejemplo, una SRAM que tiene una batería y similar) de una memoria volátil y un suministro de 
energía puede adoptarse como la unidad de memoria, que no se limita en la presente divulgación. En la 
realización, la información almacenada en el módulo de almacenamiento de datos 204 incluye información de 
identificación de cartucho consumible, un fabricante, una fecha de producción, cantidad de uso de tinta, cantidad 
restante de tinta, un color de tóner, etcétera. Naturalmente, en otras realizaciones de la presente divulgación, la 15
información almacenada en el módulo de almacenamiento de datos 204 puede incluir algunas de las 
informaciones descritas anteriormente, o puede incluir además otra información razonable no enumerada, que no 
se limita en la presente divulgación. 

Cada uno del terminal de salida de instrucción de lectura RD y el terminal de salida de instrucción de escritura20
WR emite una señal de nivel alto o una señal de nivel bajo. En la realización, la señal de nivel alto se define 
como una señal efectiva. Es decir, en un caso en el que la terminal de salida de instrucción de lectura RD emite
la señal de nivel alto, indica que una instrucción de lectura es efectiva. En un caso en el que el terminal de salida 
de instrucción de escritura WR emite la señal de nivel alto, indica que una instrucción de escritura es efectiva. 

25
La señal efectiva emitida por el circuito de generación de instrucción de funcionamiento 201 incluye solamente 
dos señales, es decir, o bien la instrucción de lectura o bien la instrucción de escritura es efectiva. En otras 
realizaciones de la presente divulgación, los dos terminales de salida pueden integrarse en un terminal de salida
en el circuito de generación de instrucción de funcionamiento 201. Por ejemplo, en un caso en el que una señal 
de nivel alto se emite por el terminal de salida, se define que la instrucción de escritura es efectiva; y en un caso 30
en el que una señal de nivel bajo se emite por el terminal de salida, se define que la instrucción de lectura es 
efectiva. De este modo, el circuito de almacenamiento 202 tiene solamente un puerto de entrada para recibir la 
instrucción de lectura/escritura, y no requiere dos puertos para recibir respectivamente la instrucción de lectura y
la instrucción de escritura, no solo simplificando de ese modo una estructura de circuito del circuito de 
almacenamiento de datos, sino simplificando también un procedimiento de procesamiento de análisis de la 35
instrucción de lectura/escritura mediante el circuito de almacenamiento de datos y mejorando, por tanto, la 
eficiencia de lectura/escritura para los datos. 

En un caso en el que el circuito de generación de instrucción de funcionamiento 201 emite una señal de nivel alto
en la terminal de salida de instrucción de lectura RD, indica que el dispositivo de impresión y formación de 40
imágenes debe leer datos almacenados en el chip consumible. El dispositivo de impresión y formación de 
imágenes lee los datos detectando una tensión en la ID de línea de señal. En este caso, el circuito de 
almacenamiento 202 del chip consumible emite datos en una dirección objetivo del circuito de almacenamiento
202 al circuito de conmutación de resistor 203 basándose en información de dirección recibida. 

45
En respuesta a la instrucción de lectura, el circuito de conmutación de resistor 203 selecciona un valor de 
resistencia por medio de un conmutador basándose en los datos emitidos por el circuito de almacenamiento de 
datos. El circuito de conmutación de resistor 203 recibe también una señal de fuente de corriente emitida por la 
ID de línea de señal. Dado que la señal de fuente de corriente fluye a través del valor de resistencia seleccionado 
en el circuito de conmutación de resistor 203, se genera caída de tensión. El convertidor digital-analógico ADC 50
en el dispositivo de impresión y formación de imágenes puede detectar una tensión en la ID de línea de señal, 
leyendo de ese modo los datos. 

Pueden obtenerse diferentes valores de resistencia combinando razonablemente valores de resistencia en el 
circuito de conmutación de resistor. Por ejemplo, en la realización, los valores de resistencia combinados en el 55
circuito de conmutación de resistor incluyen 1,5 k, 4 k, 7 k y un valor infinito, que son cuatro valores de 
resistencia entre un electrodo de fuente y un electrodo drenador en un circuito de EPROM en la tecnología 
convencional. 

Tal como se mencionó anteriormente, el chip consumible en la realización determina una intención del dispositivo 60
de impresión y formación de imágenes basándose en la señal emitida por el dispositivo de impresión y formación 
de imágenes en la ID de línea de señal. En un caso en el que una señal de fuente de corriente se transmite en la 
ID de línea de señal, el chip consumible determina que el dispositivo de impresión y formación de imágenes debe 
realizar un funcionamiento de lectura; y en un caso en el que una señal de fuente de tensión se transmite en la 
ID de línea de señal, el chip consumible determina que el dispositivo de impresión y formación de imágenes debe 65
realizar un funcionamiento de escritura (por ejemplo, un funcionamiento de programación). 
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La memoria no volátil (por ejemplo, la memoria flash) fácil de reescribirse no es adecuada directamente para el 
dispositivo de impresión y formación de imágenes que accede datos del chip consumible a través de la fuente de 
tensión y la fuente de corriente. El circuito de generación de instrucción de funcionamiento en la realización
puede generar una instrucción de funcionamiento correspondiente (por ejemplo, la instrucción de lectura y la 5
instrucción de escritura) basándose en la señal de fuente de tensión o la señal de fuente de corriente, de modo 
que la memoria no volátil fácil de reescribirse puede instalarse y usarse en el dispositivo de impresión y 
formación de imágenes. 

En un caso en el que el circuito de generación de instrucción de funcionamiento identifica que la ID señal es la 10
señal de fuente de corriente, es decir, una señal efectiva introducida al circuito de almacenamiento es la señal de 
lectura, el chip consumible realimenta información en una dirección objetivo al dispositivo de impresión y 
formación de imágenes basándose en la señal de lectura y la información de dirección que se recibe desde la 
impresión y el dispositivo de formación de imágenes. 

15
El dispositivo de impresión y formación de imágenes existente lee información en el chip consumible mediante un 
modo de conexión mostrado en la figura 3. Una fuente I de corriente y una fuente U de tensión se proporcionan 
en el dispositivo de impresión y formación de imágenes. Específicamente, la fuente U de tensión tiene una 
tensión de salida de 16V, y una corriente de accionamiento mayor de 10 ma; y la fuente I de corriente tiene una 
corriente de accionamiento de 1 mA, y una amplitud de tensión más alta de 15V. Bajo el control de un 20
controlador, puede usarse un conmutador K para conmutar a emitir una señal de fuente de corriente o una señal 
de fuente de tensión en la ID de línea de señal. 

La ID de línea de señal se conecta con un circuito de almacenamiento de EPROM (memoria de solo lectura 
eléctricamente programable) del chip consumible. El circuito de almacenamiento de EPROM incluye de manera 25
ilustrativa cuatro bits de información, es decir, FG1, FG2, FG3 y FG4. Específicamente, el bit FG1 es un bit de 
referencia, y se configura para no poder programarse. El bit FG2 se ha programado completamente, y un valor 
de resistencia entre un electrodo drenador y un electrodo de fuente es muy grande (equivalente a un circuito 
abierto). Cada uno de los bits FG3 y FG4 es un MOS de inyección de puerta apilada (semiconductor de óxido de 
metal de inyección de puerta apilada). 30

El chip consumible recibe información de dirección enviada por una impresora (no se muestra una trayectoria de 
transmisión para la información de dirección en la figura 3), y selecciona un bit al que va a accederse a través de 
una línea de palabra WL (word line) y una línea de bit BL (bit line) tras la decodificación. Un electrodo de fuente
del bit seleccionado se conecta con un nivel bajo. 35

Por ejemplo, en un caso en el que la impresora debe programar el bit FG4 (normalmente se define que la 
programación es escribir “1”, y la información “1” se almacena en el SIMOS programado), la impresora emite una 
señal de fuente de tensión en la ID de línea de señal, y selecciona el bit FG4 a través de la línea de palabra WL y
la línea de bit BL. 40

Dado que un electrodo de puerta de control y un electrodo drenador del bit FG4 tienen una tensión alta de 16V, y
un electrodo de fuente del mismo tiene un nivel bajo, una condición de programación para el SIMOS se cumple, y
se produce una ruptura en avalancha en una unión PN entre el electrodo drenador de FG4 y un sustrato. 
Electrones de alta energía generados por la ruptura en avalancha pasan a través de una capa de aislamiento de 45
óxido de silicio del electrodo de puerta de control bajo el efecto de un campo eléctrico de puerta, para inyectarse 
en una puerta flotante. Después de que los electrodos se inyecten en la puerta flotante, se eleva una tensión de 
encendido (denominada también tensión de umbral) del SIMOS. 

Con el fin de acceder al circuito de almacenamiento de EPROM, la impresora emite una señal de fuente de 50
corriente en la ID de línea de señal, y selecciona un bit señalado por información de dirección a través de la línea 
de palabra WL y la línea de bit BL. En este caso, el convertidor digital-analógico ADC (analog to digital converter) 
proporcionado dentro de la impresora puede detectar una tensión en la ID de línea de señal. La impresora puede 
determinar un valor leído en el circuito de almacenamiento de EPROM basándose en el valor de tensión. 

55
Por ejemplo, en un caso en el que la impresora debe leer datos en el bit FG3, dado que el FG3 no está 
programado (se define que la información “0” se almacena en FG3), una tensión de encendido del bit FG3 es 
baja, un valor de resistencia entre un electrodo drenador y un electrodo de fuente de FG3 es bajo
(aproximadamente 1,5 k). En este caso, una tensión detectada en la ID de línea de señal por la impresora es 
de aproximadamente 1,5 V. 60

De manera similar, en un caso en el que la impresora deba acceder al bit FG4, dado que el bit FG4 se programa, 
se eleva una tensión de encendido del bit FG4, y se aumenta un valor de resistencia entre un electrodo drenador
y un electrodo de fuente del FG4 (aproximadamente 7 k). En este caso, una tensión detectada en la ID de línea 
de señal por la impresora es aproximadamente de 7V. 65
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En un caso en el que la impresora deba acceder al bit de referencia FG1, un valor de resistencia entre un 
electrodo drenador y un electrodo de fuente de FG1 es un valor (por ejemplo, 4 k) entre un valor en el caso de
estar programado y un valor en el caso de no estar programado. En este caso, una tensión detectada en la ID de 
línea de señal por la impresora es aproximadamente de 4 V. 

5
En un caso en el que la impresora deba acceder al bit FG2, dado que FG2 es equivalente a un circuito abierto,
una tensión detectada en la ID de línea de señal por la impresora es la amplitud de tensión más alta (es decir, 
15 V) emitida por la fuente de corriente. 

Puede observarse que, en un caso en el que la impresora deba acceder al chip consumible, el convertidor 10
analógico-digital, ADC, leerá cuatro señales que tienen diferentes valores de tensión en lugar de solamente una 
señal de nivel alto o una señal de nivel bajo. 

En un caso en el que se adopta la memoria no volátil (por ejemplo, la memoria flash) para almacenar datos en el 
chip consumible, el chip consumible no puede ser directamente adecuado para el dispositivo de impresión y 15
formación de imágenes que accede el chip consumible a través de la fuente de tensión/fuente de corriente. Esto 
es porque ese funcionamiento de lectura/escritura realizado en la memoria en el chip consumible se lleva a cabo 
añadiendo un código de indicación de lectura o un código de indicación de escritura a una instrucción, y el chip
consumible representa si se lee “0” o “1” emitiendo una señal de nivel alto o una señal de nivel bajo. 

20
Para el problema descrito anteriormente, se proporciona un circuito de conmutación de resistor novedoso según
la presente divulgación, para leer datos correspondientes en el módulo de almacenamiento de datos. La figura 4 
es un diagrama estructural esquemático de un circuito de almacenamiento según una realización. 

Tal como se muestra en la figura 4, en la realización, un terminal de entrada de un circuito de control de 25
lectura/escritura 205 incluye un puerto de recepción de instrucción de lectura RD, un puerto de recepción de 
instrucción de escritura WR y un puerto de recepción de información de dirección Add. Además, el circuito de 
control de lectura/escritura incluye, además, algunas interfaces (por ejemplo, un puerto de datos en serie SDA y
un puerto de reloj en serie SCK usando el protocolo IIC) para propósitos de producción y procesamiento, para 
programar y borrar una matriz de memoria. 30

El circuito de conmutación de resistor 203 incluye un decodificador 203a y cuatro ramas de conmutación de 
resistencia 203b. Las cuatro ramas de conmutación de resistencia tienen una misma estructura. Cada una de las 
cuatro ramas de conmutación de resistencia incluye un conmutador de conmutación y un resistor que están 
conectados en serie en un bucle conductor de una línea de señal. Específicamente, tal como se muestra en la 35
figura 4, en la realización, una primera rama de conmutación de resistencia incluye un resistor R5 y un transistor 
K1. El resistor R5 se conecta entre la ID de línea de señal y un electrodo de fuente del transistor K1, un electrodo 
de puerta del transistor K1 se conecta con un puerto correspondiente del decodificador 203a, y un electrodo 
drenador del transistor K1 se pone a tierra. Una segunda rama de conmutación de resistencia, una tercera rama 
de conmutación de resistencia y una cuarta rama de conmutación de resistencia tienen cada una la misma 40
estructura que la estructura de la primera rama de conmutación de resistencia, y la única diferencia es que las 
cuatro ramas de conmutación de resistencia tienen los resistores con diferentes valores de resistencia. En la 
realización, los valores de resistencia de los resistores (es decir, desde un resistor R1 hasta un resistor R4) 
aumenta gradualmente desde la primera rama de conmutación de resistencia hasta una cuarta rama de 
conmutación de resistencia. 45

El decodificador 203a se conecta con un módulo de almacenamiento de datos 204, y está configurado para 
generar una instrucción de conmutación basándose en una señal emitida por el módulo de almacenamiento de 
datos 204, para controlar el conmutador de conmutación de una respectiva de las ramas de conmutación de 
resistencia para conectar el resistor correspondiente al conmutador de conmutación al bucle conductor de la ID 50
de línea de señal (es decir, para encender la rama de conmutación de resistencia), con objeto de cambiar un 
valor de resistencia en el bucle conductor de la ID de línea de señal. 

Tal como se muestra en la figura 4, en un caso en el que el circuito de almacenamiento 202 usa dos bits para 
representar información almacenada en un SIMOS de la EPROM, el circuito de conmutación de resistor 20355
incluye una matriz de resistor que incluye resistores R5, R6, R7 y R8 y transistores K1, K2, K3 y K4 conectados 
con los resistores R5, R6, R7 y R8 respectivamente para servir como conmutador, y un decodificador de 2/4. 

En la realización, valores de resistencia de los cuatro resistores son de 1,5 k, 4 k, 7 k y 10 M, 
respectivamente. Tal como se describió anteriormente, en un caso en el que 00 representa “0”, 01 representa un 60
bit de referencia, 10 representa “1” y 11 representa un bit que tiene un valor de resistencia grande, el 
decodificador 203a de 2/4 asocia 00 emitida por el módulo de almacenamiento de datos 204 con el conmutador 
de conmutación K1, asocia 01 emitida por el módulo de almacenamiento de datos 204 con el conmutador de 
conmutación K2, asocia 10 emitida por el módulo de almacenamiento de datos 204 con el conmutador de 
conmutación K3 y asocia 11 emitida por el módulo de almacenamiento de datos 204 con el conmutador de 65
conmutación K4. 
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En un caso en el que la información de dirección indica que SIMOS programado debe leerse, los datos 10, es 
decir, “1”, se almacenan en una dirección del módulo de almacenamiento de datos 204 correspondiente a la 
información de dirección. En este caso, el circuito de control de lectura/escritura 205 controla el módulo de 
almacenamiento de datos 204 para emitir los datos 10 almacenados en el mismo al decodificador 203a de 2/4. El 5
decodificador 203a de 2/4 emite un nivel alto en un electrodo de puerta del conmutador de conmutación K3 para 
encender el conmutador de conmutación K3, para seleccionar el tercer resistor R7, y otros conmutadores de 
conmutación se apagan en este caso. Dado que el valor de resistencia del tercer resistor R7 es 7 k. Una
tensión de división de 7 V se genera en el resistor R7 mediante la señal de fuente de corriente, y una tensión de
la ID de línea de señal es de 7 V. La tensión se detecta mediante el ADC en el dispositivo de impresión y 10
formación de imágenes, para leer los datos “1”. 

Prácticamente, en otras realizaciones de la presente divulgación, valores de bit en la matriz de memoria
correspondientes a datos “0” y datos “1” pueden ser otros valores razonables, y el número de terminales de 
salida del decodificador y el número de ramas de conmutación de resistencia pueden ajustarse, sin limitarse en15
la presente divulgación. Por ejemplo, en una realización de la presente divulgación, 000 representa “0”, y 111 
representa “1”; y en este caso, pueden proporcionarse ocho ramas de conmutación de resistencia y puede 
usarse un decodificador de 3/8. 

Debe ilustrarse que, en otras realizaciones de la presente divulgación, el circuito de almacenamiento del chip20
consumible puede incluir múltiples circuitos de conmutación de resistor. Cada uno de los múltiples circuitos de 
conmutación de resistor se conecta con el módulo de almacenamiento de datos 204, que no se limita en la 
presente divulgación. 

Puede observarse a partir de lo anterior que, en el dispositivo de impresión y formación de imágenes existente, 25
se accede al chip consumible a través de la fuente de tensión/fuente de corriente, y el circuito de 
almacenamiento de EPROM se usa en el chip consumible. Dado que el circuito de almacenamiento de EPROM
puede escribirse solamente una vez, no es conveniente mantener o reciclar el chip consumible en tal dispositivo 
de impresión y formación de imágenes. 

30
El circuito de conmutación de resistor se proporciona en la realización, que es particularmente adecuada para la 
memoria no volátil fácil de reescribirse. Tal memoria no volátil fácil de reescribirse representa si se lee “0” o “1” 
emitiendo a nivel alto o a nivel bajo en respuesta a una instrucción de lectura, y el nivel no puede coincidir con el 
dispositivo de impresión y formación de imágenes normalmente. El circuito de conmutación de resistor según las 
realizaciones cambia un valor de resistencia en el bucle conductor de la línea de señal basándose en una señal 35
de nivel emitida por la memoria, para cambiar una tensión de la línea de señal. De este modo, el dispositivo de 
impresión y formación de imágenes puede adquirir datos en una dirección correspondiente de la memoria 
detectando la tensión en la línea de señal. El chip consumible que incluye el circuito de conmutación de resistor
puede modificarse fácilmente y es adecuado para el dispositivo de impresión y formación de imágenes que 
accede los datos del chip consumible a través de una fuente de tensión o una fuente de corriente, facilitando de 40
ese modo mantenimiento del chip consumible y mejorando la eficiencia de reciclado. 

“Una realización” o “realizaciones” mencionadas en la memoria descriptiva se refiere a que las características, 
estructuras o elementos característicos específicos descritos conjuntamente con la realización se incluyen en al 
menos una realización de la presente divulgación. Por tanto, la frase “una realización” o “realizaciones” en todas 45
partes de la memoria descriptiva no se refiere necesariamente a la misma realización. 

Aunque los ejemplos descritos anteriormente se usan para ilustrar un principio de la presente divulgación en una 
o más aplicaciones, pueden hacerse diversas modificaciones a formas, usos o detalles de implementación por 
los expertos en la técnica sin trabajo creativo y sin apartarse del principio y el concepto de la presente 50
divulgación. Por tanto, la presente divulgación está limitada por las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES

1. Un chip (105) comprendido en un cartucho consumible para contener materiales de coloración, en el 
que el chip (105) se conecta a un dispositivo de impresión y formación de imágenes por medio de una 
ID de línea de señal; el dispositivo de impresión y formación de imágenes comprende una fuente de 5
corriente (101) para transmitir una señal de fuente de corriente en la ID de línea de señal; el chip
comprende un circuito de generación de instrucción de funcionamiento (201) y un circuito de 
almacenamiento (202); y el circuito de almacenamiento (202) comprende además un módulo de 
almacenamiento de datos (204), un circuito de control de lectura/escritura (205) y un circuito de 
conmutación de resistor (203), en el que: 10

el circuito de generación de instrucción de funcionamiento (201) se conecta con la ID de línea de señal y
está configurado para generar y emitir una instrucción de lectura al circuito de control de 
lectura/escritura (205), basándose en la señal de fuente de corriente transmitida en la ID de línea de 
señal; 15

el módulo de almacenamiento de datos (204) está configurado para almacenar datos asociados con el 
cartucho consumible para contener materiales de coloración, y el módulo de almacenamiento de datos
(204) comprende una cualquiera de una memoria EEPROM, una memoria ferroeléctrica, una memoria 
de cambio de fase, una memoria flash, y una memoria volátil conectada con un suministro de energía; 20

el circuito de control de lectura/escritura (205) se conecta con el módulo de almacenamiento de datos
(204) y está configurado para, basándose en la instrucción de lectura generada por el circuito de 
generación de instrucción de funcionamiento (201) y datos de dirección que se reciben, controlar el 
módulo de almacenamiento de datos (204) para emitir datos; y25

el circuito de conmutación de resistor (203) está configurado para cambiar un valor de resistencia en un 
bucle conductor de la ID de línea de señal basándose en datos emitidos por el módulo de 
almacenamiento de datos (204), en el que el circuito de conmutación de resistor (203) comprende: 

30
una pluralidad de ramas de conmutación de resistencia, en el que cada una de la pluralidad de ramas 
de conmutación de resistencia comprende un conmutador de conmutación (K1, K2, K3 o K4) y un
resistor (R5, R6, R7, o R8) que están conectados en serie en el bucle conductor de la ID de línea de 
señal; y

35
un decodificador (203a) conectado con el módulo de almacenamiento de datos (204) y configurado para 
generar una instrucción de conmutación basándose en datos emitidos por el módulo de almacenamiento 
de datos (204), para controlar el conmutador de conmutación (K1, K2, K3 o K4) de una respectiva de las 
ramas de conmutación de resistencia para conectar el resistor (R5, R6, R7, o R8) correspondiente al 
conmutador de conmutación (K1, K2, K3 o K4) al bucle conductor de la ID de línea de señal, para 40
cambiar un valor de resistencia en el bucle conductor de la ID de línea de señal, en el que la señal de 
fuente de corriente fluye a través del valor de resistencia y genera una caída de tensión. 

2. El chip (105) según la reivindicación 1, en el que el circuito de conmutación de resistor (203) comprende
cuatro ramas de conmutación de resistencia, con valores de resistencia de resistores (R5, R6, R7, o R8) 45
en las cuatro ramas de conmutación de resistencia que son diferentes entre sí y que aumentan 
gradualmente desde una primera rama de conmutación de resistencia hasta una cuarta rama de 
conmutación de resistencia. 

3. El chip (105) según la reivindicación 2, en el que el decodificador (203a) es un decodificador de 2/4. 50

4. El chip (105) según la reivindicación 3, en el que el decodificador (203a) está configurado para: 

generar una instrucción de conmutación para conectar el resistor en la primera rama de conmutación de 
resistencia al bucle conductor de la ID de línea de señal, en un caso en el que el dato recibido por el 55
decodificador (203a) es “00”; 

generar una instrucción de conmutación para conectar el resistor en una segunda rama de conmutación 
de resistencia al bucle conductor de la línea de señal, en un caso en el que el dato recibido por el 
decodificador (203a) es “01”; 60

generar una instrucción de conmutación para conectar el resistor en una tercera rama de conmutación 
de resistencia al bucle conductor de la línea de señal, en un caso en el que el dato recibido por el 
decodificador (203a) es “10”; o

65
generar una instrucción de conmutación para conectar el resistor en la cuarta rama de conmutación de 
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resistencia al bucle conductor de la línea de señal, en un caso en el que el dato recibido por el 
decodificador (203a) es “11”.
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